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Ta invencidn se refiere a un semiconductor que compren-~
de un cuerpo semiconductor provisto al menos sobre un’ lado
con una capa ailslante, por ejeuvrlo de silice, estando provis—
t0s sobre este lado dos grupos cruzados cada uno de 1os,cug-

les consiste en un gran nimero de conexiones tiriformeé

substancialmente paralelas, consistiendo un grupo en capas

nmetdélicas continuas aplicadas a la capa aislante, mientras
que en un cruce, una conexidn del segundo grupo consisie e@
une. zona superficial conductora y prefefiblemente difurdida
de un tipo de conductividad, que estd ubicada'debajo"ﬁe la,

cape ailslante y estd rodeada en el cuerpo semiconduchor por

una, regidn de otro tipo de conductividad, incluyendo el cuer
ipo también sobre este lado un ndmero de elementos de circui-
;

%to que estdn conectados al menos en un mimero de los cruces,
ga ambas conexiones cruzadas. !

| Los dispositivos semiconductores de la cluse antes men—
cionada son conocidos comunmente como circuitos intesrados:
en la tecnologia de semiconductores v constituyen entre o—f
tros memorias estacionarias o instalaciones de barras cruzé—
das. ‘ : §
En el mismo deben incluirse no solamente clementos dé
circuito constituidos por elementos separados tales como =
transistores, diodos, etc., sino también por ejemplo elemeﬁr
tos biestables que individualmente cstan formados por un nﬂ-
nero de elementos separados tales como circuitos flip-£flop
etc.,

In la prictica se ha intentado hasta ahora usar para

ambas conexiones cruzadas capas metdlicas que tienen la ven-
taja de una resistencia eléctrica extremadamente baja entre

los puntos de cruce. Se ha tratado de evitar los cortocircui-
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tos separando estas capas metdlicas
en log puntos de cruce por medio de
ise ha encontrado que esto involucra
Ha préctica,

Por lo tanio, en la prdctica

druidos inveriablemente de modo gque
vas metdlicas.continuas aplicadas e

conexidn del segundo grupo consiste

'6?/ \“v “
b
’ m f
B

cruzadas unas de otras

. .
capas aislantes, oerc

grandes dificultades en

los oruces han sido cons-

un grupo consiste de ce

la capa aislante. Una

entonces, tambidn en una

], o

ecana metdlica gue, sin embargo, estd interrunpide en un oruce

¥y se une a una zona superflcial difundida ubicada por deba'o
de la capa aislante v estd aislada de la parte restante dei
cuerpo semiconductor por medio de una o mds junturas p-n.

Consecuentemente el

|
segundo grupo de conexiones, consiste 5
l
i

principalmenﬁe de ca:ag metdlicas con la Unica diferencia que

7

ellas estian interrumpldas solamente en la proximidad de 10%‘
eruces vy vasan a través de zonas difundidas en el cuerpo se-

solamente en estas dreas. !

miconductor aplicadas
. s e s . e . o
La invencion tiene por objelto vprovesr un dispositivo
seaiconductor de la clace descripta en el exordio que puede
o roo |
ser Tabricado de una manera mds simple y puede tener propie—
dades eléctricas ventajosas.
De acuerdo con la invencidn un dispositivo semiconduc-

or de la clese descrinta en el exordio se caracteriza por-

B e

bue las concxiones del sezundo grupo incluyen tembién entre

-

10“ cruces una zona supcerficial preferiblemente difundida de
un tipo de conductivided rodeada en el cuervo semiconducto
por una re;idn de otro tipo de conductividad, como resulta
! r

de 1o cual cada conexion del sesundo grupo incluye una zona

SuDOTfLCLal continua que es cruzada por las conexiones del

fambidn en realizaciones en que una conexidn

340625
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del segundo grupo comprendc una capa metdlica que es inber
rumpida en los cruces y se une en est0os cruces a una zcha
superficial conductora y preferiblemente difundida de un ti-
po de conductividad, que estd ubicada debajo de la capé aig—
lante y pasa debajo de le conexidn que cruza del.priﬁér ST
po ¥ que estd rodeada en el cuerpo semiconductor por e re—

gidn del otro tipo de conductividad, de acuerdo con ia ine

vencidn, las zonas preferiblemente difundidas pasan t&ﬁbié?
en los cruces por dehajo de la capa metdlica interrwapida j
constituyen asi una zona difundida preferiblemente cdﬁt{nu%,
aungue esta medida pareceria superflua debido a la preééncia
ide la caps metdlica mds satisfactorismente conductora, os-
tando ubicada la capa metdlica interrumpida en la mayor par-
te del largo de uns zona difundida entre dos cruces y en la
mayor parte del ancho de esta zona, sobre dicha zona. Il
proceso de fabricacidn ticne la ventaja que la mdscara por
medio de la cual son obtenidas las zonas superficiales di-:
fundidas pueden ser producidas mds facilmente, dado que en’
este caso, en lugar de islas, es difundida una zona conti-:
mua, mientras que ademés, la aplicacidn al drea correcta dé
Lo capa metdlica asociada con la conexidn correspondiente |
con la cual debe ser evitado un corto-circuito con la cone-
xidn cruzada, se vuelve menos critigao Ademés, en aquellos

casos en que los grupos de conexiones conductoras y los ele

mentos de circuitos son aplicados por medio de mdscaras se-
paradas, se obtiens ly ventaja que es perimisible una tole~
rancia mayor en la aplicacidn de la mdscara correspondientd
en 1a direccidn de las tiras difundidas.

Ia invencidén es perticularmente imporiante en ague=

Llos casos en que la distancia entre conexiones adyacentes
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del primer grupo no es excesivamente grande. En estos casos
de acuerdo con la invencidn la circunferencia total de-las
zonas superficiales puede ser considerablemente reducida en

comparacidn con las comstrucciones conocidas. Dado que--la

corriente de fuga superficial a través de las junturas p-n

Fno conductoras constituidas por las gonas superficiales con

‘el cuerpo semiconductor subyacente, es substancialmente pro-
porcional e dicha circunferencia total esta corriente de fu-
ga puede asi ser considerablemente reducida. Esto se vielv

mgs importante cuanto mayor sea el nimeio de Cruces, -

En las construcciones conocidas, las usuales isles i
difundidas generalmente se extlenden sobre une distancie u-—
bicada entre aproximadamente una y dos veces su ancho mds |
alla del conductor cruzado aplicado a la capa aislante. En
la prictica esto es deseable a Fin de evitar un corto-cire
culto entre las conexiones cruzadas y para asegurar gue e-
xista suficiente espacio para establecer un contacto con la
capa metdlica adyacente aplicada a la capa aislante.

Por lo tanto, una realizacidn preferida importante
de la invencidn se caracteriza porque la distancia entre cé-
nexiones adyacentes del priier grupo es como mdximo cinco
?eoes, vy preferiblemente como méximo tres veces, ¢l ancho
%de la zona superficial conductora. En este caso, la circun-
&erencia total de las zonas difundidas y por lo tanto la cér—
Eiente de fuga superficial son efectivamente reducidas en la
préctica.
% Como ye& se ha establecido, la zona superficial difun~-
?ida estd rodeada en el cuerpo semiconductor por une regidn
ﬁel otro tipo de conductividad, y durante el funclonamienta

la juntura p-n as{ forsada es polarizada on la direccidn de
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corte & fin de obtener una sislacidn satsfactdria. A fin dp
asegurar que bajo cualesquier condiciones las zonas wupec—
ficiales sean aisladas en relacidn al cuerpo semiconductor
subyacente, sin embargo, a menudo resulte veniajoso en la

practica que en la zona superficial esté rodeada en cl'cueg-
po semiconductor por una sesunda zona preferiblemente difup~

didae del otrc tipo de conductividad provista en una parte

del cuerpo semiconductor de dicho un tipo de conduc11v1uadg
En este caso, la zona supcrficial, la segunda zona ¥y’ el cuer—
po semiconductor subyacente constituyen una eshructura pnp:

0 npn, y durante el funcionamiento invariablemente, und‘de;
ilas dos junturas p-n conectadas en serie, es blogueada para
cualesquver corriente de fuga.

las zonas superficiales difundidas asociadas con el
segundo grupo de conexiones puede ser aplicada mediante un!
proceso de difusidn sevarado. La concentracidn de la impuré—
za que se difunde serd elegids en la practica para ser un ?
maxino, a fin de tener una conexidn conductora Sptima., Si |
el dispositive semiconductor incluye elementos de 01rcu1to
de una configurgeidn de transistor, resulta ventajoso aplii
car la zons superficial simultdnesmente con la zona emisors
de una conflguracidn de transistor que generalmente tiene
una elevada concentracidn de donores o acepltores,

Otra realizaoién preferida de la invencidn se caractg-
riza porque el dispositivo incluye elementos de circuito de
una configuracidn de fransistor y porque el espesor, tipo de
conductividad y conduccidn de la zona superficial correspoil~
den & los de le zona enisora de al menos una de las configu-

roclones de transisitor.

Ll caso antes menclonado, en gue la superiicie difuns
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dida en el cuerpo cstd rodeada por uns segunda zona difun-

dide del otro tipo de conductividad, es particularments in

portante. De acuerdo con otra realizacidén preferida, el eg-

vesor, tipo de conductividad y conduccidn de la Zona, Super|

ficial vy de la segunda zona corresponden a los de la zona

| eiisora y la zona de base, respectivamente de al menos una
tde las configuraciones de transistor, '

Si en las realizaciones del dispositivo semiconduc—

~tor en que la zona superficial estd rodeada por una sSegun-—
da zona difundida, dvrante el funcionamiento de la digpésJ~
cidén de circuito, una de las dos junturas p~n constituidas
‘por la zona superficial, 1la segunda zons y el cuerpo semi-
conductor estd constantemente polarizada en la direccidn de
vbloqueo, es deseable que la otra juntura p-n estd cortooir-
‘cuitada a fin de contrarestar las corrientes de fuga que '
‘pueden ser amplificadas por el efecto de transistor de la
-configuracidn constituida por la zona superficial, la se~
sunda zona ¥ el cuervo semiconductor.

De acuerdo con una realizacidn preferida, la juntura
p-n entre la segunda zona y la parte subyacente del cuerpo|
;semiconductor de al menos una conexidn del segundo grupo

'estd practicamente cortocircuitada, y de acuerdo con otra

érealizacién preferida, la juntura p-n entre la zona super-
ificial ¥ la segunda zona de al menos una conexidn del seguh-
do grupo estd practicamente cortocireuitada.

Avngue, como se ha establecido, las conexiones del
segundo grupo generalmente tienen capas metdlicas que se

unen a las zonas difundidas en ciertas condiciones, estas

jcapas metdlicas también pueden ser omitidas, por ejemplo eh

anuellos casos en gue las conexiones del segundo grupo trans—

| 340625
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portan solamente corrientes pequellas tales como la corrien
te'de base de un traensistor, siendo permisible la ocurrencia
de una resistividad ligeramente mds alta de las conexiéﬁes
conductoras, por ejemplo, en las tiras difundidas.

Aunque la descripeidn se refiere substancialmenié'so-
lo a una zona superficial difundida, se apreciard que en cpn—

figuraciones que tienen ya zonas superficiales localez Tue

nas conductoras no obtenidas por difusidn, por ejemplo en

la forme de una capa aplicada epitaxialmente, esta caba pue-
de ser usada también como una zona superficial de acmerco :

con la invencidn.

H . :
;lladamente con referencia a un cjemplo y al dibujo, en que:

; Ia invencidn serd descripta a continmacidn mds deta-

Ta figura 1 muestra el diagrame de circuito de un
circuito de memoria integrado fabricado usando la invencién.
La figurs 2 muestra una configuracidén de transistor!

en un punto de cruce de la disposicidn de circuito de la

Las figuras 3, 4 y 5 son vistas en corte de la con~
figuracidn de transistor de la figura 2 tomadas sobre las
1lineas I-I, II~-II y III-III, respectivamente.-

La figura 1 muestra el diagrams de circuitc de una

i
figure 1. §
i

]

matriz de memoria que incluye dos grupos de conductores Vi -

V@ ¥y Hl— H4. En determinados puntos de cruce, los conducto
res de los diferentes grupos estdn acoplados entre si por
transistores Tll’ le, etc., estando conectados los electrp-
dos de base a los conduectores Vi—VA y log emisores a los
conductores I-Il--H4 mientras que los colectores estdn conec-
tados entre si y a una fuente de temsidn +V. Por ejemplo,

el conductor V; estd acoplado con los conductores H H, ¥
b
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H3 a traves de los transistores Bll’ T21, ¥y T3l; el conduc-
tor V, & los conductores Hy, Hy y H, & través de los tran-

sistores T o? etCoye .

PN

122 T30 ¥ 1y
Bsta matriz furciona de la manera siguiente. Cuando

un pulso positivo es aplicado a uno de los conductores” Vi~

§V4 que funcionan como conductores de entrada, por ejemplo &l
conductor V2,-los transistores conectades a dichos condueto-

\ ’ A 3
res, en este caso T s, Se volveran eonductores,

. .
127 32, Yo
slendo pasado un pulso a log conductores de salida H {'HB ¥
H4o Debido a la amplificacidn de corriente de los transmatc-
res, las corrientes de colector suministradas a los condic-
tores HiH4

que es sufuciente una cantidad comparativamente Pequefla de

serén mayores que las corrientes de base de modd

energfa de control en los conductores V. -V# ‘

Dependiendo del trazado de acoplamiento elegido, las
combinaciones de cddigo determinadas de los pulsos de sallda
se producirdn cuando es aplicado un pulso a un conductor dé
entrada, ’

Bn la prdctica, el mimero de conductores de los dos
£rupos serd mayor, por ejemplo lo.para cada grupo, no sien-
do necesarig ,naturalmente, que el mimero de conductores de

entrada sea igual al minero de conductores de salida.
i
i

Las figuras 2 a 5 ilustran la forma en gue tal dispo

%icién de circuito puede ser integrada cuando se usa la in-
%encién, solemente se muestra la parte que incluye el itran-
;_” ﬂ r 2
?1Dtor T21 y los conductores Hl’ H2, Vi N Vé‘ Tios limites

de las regiones difundidas y de las ventanas en la capa aisg-
]
lante estdn indicados por lineas llenas y los limites de lds

bapas metdlicas aplicadas o las mismas estdn indicados por

340625
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La figora 2 muestra paride de un cuerpo semiconductoF
que consiste en una placa de silicio 1 de conductividad i

po n (ver figura 3) cuyo lado superior estd recubicrto- con

una capa aislante 2 de silice. Ademds dos prupos cruzados

5 cada uno de los cualcs consicte de un gren ndaero de cone-g

xiones electricamente conductoras, tiriformes, substancials

mente paralelas Hl’ H2 ebe,y, y Vi, V2 ebc., respectivamente

son aplicados al lado supcrior de la placa. Solamente se

muestran dos conexiones de cada grupo. Un grupo (Hl,ﬁéietcf)
: . [
10 consiste en capas metdlicas continuas 3 (ver figura 3 a 3)i

aplicadas a la capa eislante 2, mientras gque en un cruce

(por ejemplo Hys Vi) la conexidn V, del segundo grupo se eé—
gtablece (ver figura 5) por wedio de una zona superficial 42
gde conductividad tipo n difundida, que estd ubicada nor deba-

15 %jo de la capa aislante 2 y estd rodeada en el cuerpo semicén—
iduotor por uma regidn 5 del otro tTipo de conduetividad (p)é

Las conexiones Vi, Vé etc, incluyen también una capa metél%—

ica 11 que estd interrumpida en los cruces y que estd ubicada
i ;

en la mayor parte del largo de una zona difundida 4 entre
20 dos cruces y en la mayor parte del ancho de esta zona, sobée
la zona 4. Ademds, se prevee gor.difusién en el cuerpo un
-:1' § mimero de transistores (por ejemplo T21) gobre el mismo la-

do de la placa semiconductora., Bn el cruce mostrado (ver fi-

%

sura. 2) el contacto de base 9 (ver figura 4) del, transistox
25 321 estd conectado al conductor Vi y el contacto emisor 10
estd conectado al conductor Hz. Bl conducior Vi del segunddg
brupo tiene también entre los cruces H V), y H,V, una zona
superficial 4 de conductividad tipo n difundida continue ,
rodeada por una région 5 de conductividad tipo p.

30 Las conexiones difundidas V y los transistores son

340625
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aplicados por las téenicas de resist y difusidn cominmente
usedas en la tecnologda de semiconductores, Primero sg'd-
plica una capa de silice, por oxidacidén, a la placa semico

ductora 1, capa de silice que es luego provista con abértu

|ras usando las técnicas de fotoresist conocidas. Cuando 1a

'placa subsecuentemente sometida a un tratamiento de difu -

sidn de tipo p, por ejeaplo de boro, como se muestra -eniila

figuras 2 a 5 se difunde una capa 5 de conductividad dipo P

que tiene una resistencia de capa de aproximadamente -180

1

L24

Ohm/cuedrado hasta wna profundidad de aproximadamenté:3‘hi«

.crones. Esta capa constituye no solamente las regiones 5 a

|

. . 1
sociadas con las conexioncs V, sino también la zona de base

del transistor T21.

Subsecuentencnte se .aordican nuevamente ventanas en

la capa de dxido ¢ue se ha vuelbto nuevamente ininterrumpid@

durante esta difusidn de tipo p, en las dreas en que debe
ser aplicada la capa 4 de conductividad tipo n. Esta capa
5 eplicada difundiendo, vor ejemplo, fésforo, y al igual
que en la procedente difusidn de la capa 5, el silice sir-
ve como una miscara. Bsta capa 4 tiene una resistencia de
apa de aproximedamente 1,5 Om/cuadrado y una profundidad

‘le aproximadamente 2 micrones y constituye tanto las zonas

isunerficiales 4 asoclodas con las conexiones V como el emi-+

*ﬂor del transistor ¢21

; Pienlmente se mordican en la capa de dxido las ven-

tajas 65, T ¥y G

Una capa metdlica 3 es aplicada ahora a la configurd-

pién asi obtenida, por ejemplo, por deposicidén desde vapor
de una cana de alwainio que tiene un espesor de 5000 A. Bn
lag ventanas G, 7 y 8, esta capa establece un contdcto She-

mico con las regioncs semiconductoras subyacentes, La capa

340625
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es luego localmente eliminada por mordicacion, de modo que
quedan colamente los conductores H, los contactos de .vase
9, los contactos de emisor 10 y las tiras 1l. '
Tas mdscaras o partes Ge méscara usadas en esta %éq—
5 nice para le aplicacidn de las zonas difundidas Vs Vé;ieﬁco
pueden ser fabricadas facilmente y solamente incluyen‘ias
regiones tiriformes, lo que es contrario a la técnica usual

que, como se ha descripto precedentemente, se basa en el

uso de islas difundidas. Ademds la aplicacidn de la cepa
10 metdlica 11 (figuras 2 ¥ 5) que es coherente con el céhiad-
t0 de base 9 y a través de la cual dicho contacto de basez
estéd conectado al conductor V)s es menos critica que si lé
capa metdlica mencionada debiera ser conectada entre islaé
que tienen dimensiones limitadas en la direccidn de Vi. é
15 In el presente ejemplo, la distancia entbre las coné—

xiones adyacentes Hl v H2 del primer grupo es aproximada {

mente cuatro veces el ancho de las zonas superficiales eoﬁr
ductoras 4 asociadas con los conductores Vi Yy V2 del seguﬁr
do grupo. Como se he establecido, la circunferencia de laé

20 zonas superficiales es reducida en comparacidn con la coni

figuracidn en islas conocida. Bn disposiciones de cirouit&
en que la distancia entre los conductores H es ain menor J
preferiblemente menor que tres veces el ancho de las zonasg
superficiales, este efecto es mejofado.

25 De la figura tres resulia evidente gue, como se ha
establecido precedentemente la juntura p-n entre la zona

superficial conductora 4 y la segunda zona 5 egtd prdotiocs

mente cortocircuitada en los cruces a fin de reducir las
corrientes de fuga. En otras disposiciones de circuito, pa-

30 dria ser ventajoso que, en dependencia de la polaridad y el

540625
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valor de las tensiones operativas en las junturas p-n, la
juntura p-n entre la capa 5 y el cuerpo subyacente 1 esté
localnente cortocircuitada. .

Aungue en este ejemplo, las zonas difundidas que..

5 constituyen las conexiones Vi, V2 etc., son aplicadasxﬁiﬁul—
}aneamenﬁe con las zonas de base.y emisor de los $ransisto-
%es, bajo ciertas condiciones, estas zonas, como alternsii-
va pueden ser aplicadas mediante tratamientos de difuéigh

separados. 31 fuera deseable, cuando son aplloaaos loﬁ’con—

10 duactores V, la capa 4 puede ser omitida pero en este naso

el dopado de la capa 5 de conductividad tipo p debe ser ‘dont
siderablemente mas intenso que el de la base del trensistor

a fin de asegurar una conductividad suficiente.

Adends, se apreciard que la invencidn no estd limita

DR |

15 da al ejemplo descripto, sino que.son posibles muches modifi-
eaciones sin alejarse del alecance de la invencidn. Por ejemL
plo, pueden variarse dentro de limites amplios, especialmenL
te, los materiales semiconductores, capas aislantes y meta-
les mencionados. Ademds aparte de transistores, los elemen~

20 t0s de circuito unidos pueden ger diodos, resistores y ele~!
mentos individualmente compuestos de un nduero de con:f:i.g1,1:c=a-L

‘clones de transislor sevaradas, diodos, re Lstores, etco,

sLaJo clertas condiciones en lugar de zonas difundidas, pue-
gden usarse otras gonas buenas conductoras del cuerpo semi~
25 %conductor, gue pueden ser aplicadas eplitaxialmente, mientras
§que como se ha mencionado, en casos detérminados, cuando los
?conductores 7 transporten solamente corrientes pequeilas,
&ueden owitirse las capas metdlicas ininterrumpidas 1l.

{
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La presente solicitud que corresponde a la presen—
tada en Holanda, con fecha, 19 de HMayo de 1.966, bajo el
N2 66-06912, se acoge a los beneficios del,Articulo 51 del
vigente Estatuto sobre la Propiedad Industrial.

N o T A

s
H

Los puntos de invencidn, propia y nueva, que sefpre;
sentan para que sean objeto de esgta solicitud de Patentas

: i
de Invencidn en Bspaiia, por VEINIE afios, son los siguiens:

tess

l.~ Un dispositivo semiconductor que comprende un
cuerpo semiconductor gue estd recubierto al menos sobre un
lado con una capa aislante, por ejemplo de silice, esténdd
provistos sobre dicho lado dos grupos cruzados, cada uno é
los cuales comsiste de un gran ndmero de conexiones eléc-
tricamente conductoras, tiriformes, substancialmente para-
lelas, consistiendo un grupo en capas metdlicas oonﬁinuas;
gplicadas a la capa aislante, mientras que en un cruce, u-
na conexidn del segundo grupo estd constituida, por una zo
na éuperficial conduotora, preferiblemente difundida, de
un tipo de conductividad, que esté_ubicada debajo de la ca
pa aislante y esté rodeada en el cuerpo semiconductor por
una regidn del otro tipo de oonductividad, incluyendo el
cuerpo sobre este lado, ademds, un nimero de eclementos de
circuito que al menos en un numero de cruces esian conecta
dos & ambas conexiones cruzadas. CARACTZRIZADO porgue las
conexiones del seguﬁdo grupo incluyen también entre los cr

¢ces una zona superficial preferiblemente difundida de dich

340625
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un tipo de conductividad rodeada en el cuerpo semlconducto

3

por una regidn del otro tipo de conductivided de modo qae

cada conexidn del segundo grupo tiene una zona superfibial

ininterrumpida que es cruzada por las conexiones del p imer
5 £rUpo. '
2.~ Un dispositivo semiconductor de acuerdo con la

N "n

'‘reivindicacidn 1, en que una conexidn del segundo grupo in

‘cluye una capa metdlica que estd interrumpida en los é*dces
'y se une en estos cruces a una zona superficial condﬂcto*a

10 'y preferiblemente difundide de un tipo de conductividdd. qu

(2]

estd ubicada por debajo de la capa aislante y pasa por de-
‘bajo de la conexidn que cruza del primer grupo y gue estd
rodeada en el cuerpo semiconductor por una regidn del otro

tipo de conductividad. Caracterizado porgue las zonas su-

15 perficiales preferiblenente difundidas entre los cruces pa

‘san también por debajo de la capa metdlica interrumpida y

constituyen asi una zona continua, preferiblemente dlfundl
da, estdndo ubicada la capa metdlica interrumpida en la ma-
yor parte del larzo de una zona difundida entre dos cruced
20 y en la mayor parte del ancho de esta zona, sobre dicha zoha.

3.- Un dispositivo semiconductor de acuerdo con la .

ireivindicacidn 1 ¢ 2, CARACH.RIZADO porque la distancia en
i
itre conexiones adyacerntes del primer grupo es como miximo

o I .
einco veces, y preferiblemente como mdximo tres veces el
{

25 'ancho de la mona supcrlficial conductora asociada con el se
,SunAo grupo.
!
: 4.- Un Cispositivo semlconductor de acuerdo con cual-

chlera de las reivindicacionecs precedentes. CARACTERIZADO

porque la zona cuperficial estd rodeada en el cuerpo semi-

30 gconduc%or por wna sesunda gona preferiblemente difundida

i . 400625
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del otro tipo de conductividad que estd provista en una
parte de dicho un tipo de conductividad en cl cuerpo ééhﬁ-
conductor.

50= Un dispositivo semiconductor de acuerdo con cugl-
5 guiera de las reivindicaciones precedentes, CARACITERIZADC
porgue el disvositivo incluye elementos de circuito de'ung
configuracidn de transistor y porque el espesor, tipo'dé

conductividad y conduccidn de la zona supcrficial corres—

ponden & los de la gona de emisor de al menos une de las
10

configuraciones de brausistor.

6o~ Un dispositivo semiconductor de acuerdo con las
reivindicaciones 1, 4 y 5, CARACTERIZADO porque el ospesor
tipo de conductividad y conduccidén de la zona superficial
¥y la sesunda zona corresponden a los de la zona de emisoré
15 y la gona de base, respectivamente, de al menos una de laé
configuraciones de transistor. '

Te= Un dispositivo semiconductor de acuerdo con

cualguiera de las reivindicaciones 4 a 6, CARACTIERIZADO, ;
porque la juntura p-n entre la segunda zona y la parte suﬁ—
20 . yacente del cuerpo semiconductor en al menos una conexidni
del segundo grupo, estd practicamente cortocircuitada.
8.= Un dispositivo semiconductor de acuerdo con cugal-—
quiera de las reivindicaciones 4 a 6, CARACTIIZRIZADO porgue
la juntura p-n entre la zona superficial vy la segunda zona
25 en @l menos una conexidn del segundo grupo estd practica-

mente cortocircultada.

9=~ Un dispositivo semiconducior.

340625
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Tal y como se ha descrito en la llemoria gue antece-
de, ropresentado en los dibujos gue se acompailan y paré;'

los fines que se han especiiicado. T

Ia presente Lieworia consta de 17 hojas escritah i

meguing por una sola de sus caras.

g gen ..

a

Madrid,

p, 0, Albert/d o
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